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DESCRIPCION
Pantalla de diodo organico emisor de luz y procedimiento de accionamiento de la misma

Antecedentes de la invencion

Campo de la invencidn

La presente invencion se refiere a una pantalla de diodo organico emisor de luz, y mas en particular a una pantalla
de diodo organico emisor de luz y a un procedimiento de accionamiento de la misma capaces de aumentar la calidad
de presentacion al evitar que una corriente de accionamiento acabe por degradarse por la degradacion de un
transistor de pelicula delgada (TFT) de accionamiento dependiendo del tiempo de accionamiento.

Andlisis de la técnica relacionada

Recientemente se han desarrollado diversos tipos de dispositivos de presentacion de panel plano con un peso y un
tamafio reducidos como un sustituto de los tubos de rayos catddicos. Los ejemplos de los dispositivos de
presentacion de panel plano incluyen pantallas de cristal liquido (LCD), pantallas de emisién de campo (FED),
paneles de presentacion de plasma (PDP), y dispositivos de electroluminiscencia. Debido a que la estructura y el
procedimiento de fabricacion de los paneles de presentacion de plasma son simples, los paneles de presentacion de
plasma se han tenido en cuenta para dispositivos de presentacion de gran tamafio que son relativamente ligeros y
delgados. No obstante, la eficiencia de emision y la luminancia del panel de presentacion de plasma son bajas
mientras que su consumo de energia es alto. Como alternativa, se usa ampliamente el LCD de transistor de pelicula
delgada (TFT) usando los TFT como un dispositivo de conmutacion. No obstante, el LCD de TFT es un dispositivo
no emisor. Por lo tanto, el LCD de TFT tiene un angulo de vision estrecho y una velocidad de respuesta baja. El
dispositivo de electroluminiscencia, por otro lado, es un dispositivo de autoemision. El dispositivo de
electroluminiscencia se puede clasificar en una categoria de pantallas de diodo inorganico emisor de luz y una
categoria de pantallas de diodo organico emisor de luz (OLED) dependiendo del material de una capa emisora.
Debido a que la pantalla de OLED incluye un dispositivo de autoemision, la pantalla de OLED tiene una velocidad de
respuesta alta, una eficiencia de emision alta, una fuerte luminancia y un angulo de visién amplio.

Una pantalla de OLED incluye un diodo organico emisor de luz. Tal como se muestra en la figura 1, el diodo
organico emisor de luz incluye unas capas de compuesto organico 78a, 78b, 78c, 78d y 78e entre un electrodo de
anodo y un electrodo de catodo. Las capas de compuesto organico incluyen una capa de inyeccion de electrones
78a, una capa de transporte de electrones 78b, una capa emisora 78c, una capa de transporte de huecos 78d y una
capa de inyeccion de huecos 78e. Cuando una tensién de accionamiento se aplica al electrodo de anodo y el
electrodo de catodo, los huecos que pasan a través de la capa de transporte de huecos 78d y los electrones que
pasan a través de la capa de transporte de electrones 78b se mueven a la capa emisora 78c para formar un excitén.
Por lo tanto, la capa emisora 78c genera luz visible.

La pantalla de OLED presenta una disposicion de pixeles que incluyen el diodo organico emisor de luz en un formato
de matriz y controla el brillo de los pixeles que se seleccionan mediante un pulso de exploracién dependiendo de un
nivel de gris de datos de video digital. La pantalla de OLED se puede clasificar en una pantalla de OLED de tipo de
matriz pasiva y una pantalla de OLED de tipo de matriz activa usando un transistor de pelicula delgada como un
dispositivo de conmutacion. En particular, la pantalla de OLED de tipo de matriz activa pone en estado de
conduccion de forma selectiva el transistor de pelicula delgada que se usa como el dispositivo de conmutacién para
seleccionar el pixel y mantiene una emision del pixel usando una tensidon que es mantenida por un condensador de
almacenamiento.

La figura 2 es un diagrama de circuitos equivalente que muestra un pixel en una pantalla de OLED de tipo de matriz
activa de la técnica relacionada. Tal como se muestra en la figura 2, un pixel de la pantalla de OLED de tipo de
matriz activa de la técnica relacionada incluye un diodo organico emisor de luz OLED, unas lineas de datos DL y
unas lineas de puerta GL que se cruzan entre si, un transistor de pelicula delgada de conmutaciéon SW, un transistor
de pelicula delgada de accionamiento DR y un condensador de almacenamiento Cst. EI TFT de conmutador SW y el
TFT de accionamiento DR pueden ser un transistor de efecto de campo de metal - 6xido - semiconductor (MOSFET)
de tipo N.

El TFT de conmutacion SW se pone en estado de conduccion en respuesta a un pulso de exploracion que se recibe
a través de la linea de puerta GL y, de este modo, una via de corriente entre un electrodo de fuente y un electrodo
de drenador del TFT de conmutacién SW se pone en estado de conduccién. Durante el tiempo en estado de
conduccion del TFT de conmutacion SW, una tensién de datos que se recibe a partir de la linea de datos DL se
aplica a un electrodo de puerta del TFT de accionamiento DR y el condensador de almacenamiento Cst por medio
del electrodo de fuente y el electrodo de drenador del TFT de conmutacion SW. El TFT de accionamiento DR
controla una corriente que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED dependiendo de la diferencia de tension
Vgs entre el electrodo de puerta y un electrodo de fuente del TFT de accionamiento DR. El condensador de
almacenamiento Cst almacena la tensién de datos que se aplica a un electrodo en un extremo del condensador de
almacenamiento Cst para mantener una tensiéon que se aplica al electrodo de puerta del TFT de accionamiento DR
constante durante un periodo de trama.
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El diodo organico emisor de luz OLED puede tener una estructura que se muestra en la figura 1. El diodo organico
emisor de luz OLED esta conectado entre el electrodo de fuente del TFT de accionamiento DR y una fuente de
tension de accionamiento de potencial bajo VSS. Un brillo del pixel que se muestra en la figura 2 es proporcional a la
corriente que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED tal como se indica en la siguiente ecuacion 1:

Vgs=Vg-Vs
Vg = Vaatos, Vs =Vss

Ioled= % (Vgs- F{;mb)z = % (Vaatos-Vss- Va:,fr;*;'b)2

En la ecuacion 1 anterior, Vgs indica la diferencia de tension entre una tension de puerta Vg y una tension de fuente
Vs del TFT de accionamiento DR, una tension de datos Vdatos, una tension de accionamiento de potencial bajo Vss,
una corriente de accionamiento loled, una tensiéon de umbral del TFT DR Vumb y una constante 3 que se determina
por la movilidad y la capacidad parasita del TFT de accionamiento DR.

Tal como se indica en la ecuacién 1 anterior, la corriente de accionamiento loled del diodo organico emisor de luz
OLED se ve afectada en gran medida por la tension de umbral Vumb del TFT de accionamiento DR. Cuando las
tensiones de puerta con la misma polaridad se aplican a los electrodos de puerta del TFT de accionamiento DR
durante un largo tiempo, aumenta un esfuerzo de polarizacion de puerta y la tensién de umbral Vumb del TFT de
accionamiento DR. Por lo tanto, las caracteristicas de funcionamiento del TFT de accionamiento DR cambian con el
tiempo. Los cambios en las caracteristicas de funcionamiento del TFT de accionamiento DR se pueden ver a partir
de un resultado experimental que se muestra en la figura 3.

La figura 3 es una grafica que muestra cambios en las caracteristicas de funcionamiento de una muestra de TFT de
silicio amorfo hidrogenado (TFT de A-Si: H) cuando un esfuerzo de polarizacion de puerta positivo se aplica a la
muestra de TFT de silicio amorfo hidrogenado (TFT de A-Si : H) cuya relacion de anchura de canal con respecto a
longitud de canal W/ L es de 120 ym /6 ym. En la figura 3, el eje transversal indica una tension de puerta del TFT
de A-Si: H, y el eje vertical indica una corriente entre un electrodo de fuente y un electrodo de drenador del TFT de
A-Si: H.

Mas en concreto, la figura 3 muestra una tension de umbral del TFT de A-Si: H dependiendo del tiempo de
aplicacion de tension y un movimiento de la curva caracteristica de transmisién cuando una tensién de 30 V se
aplica a un electrodo de puerta del TFT de A-Si: H. Tal como se puede ver a partir de la figura 3, a medida que el
tiempo de aplicacion de una tension positiva al electrodo de puerta del TFT de A-Si : H se vuelve mas largo, la curva
caracteristica de transmision del TFT de A-Si : H se desplaza a la derecha de la grafica que se muestra, y la tension
de umbral del TFT de A-Si : H sube de una tension Vumb1 a una tensién Vumb4.

Un nivel de subida de la tensiéon de umbral del TFT de A-Si: H dependiendo del tiempo de aplicacién de tension
cambia en cada pixel. Por ejemplo, una anchura de subida de una tensiéon de umbral de un TFT de accionamiento
en un primer pixel al que se aplica una primera tensién de datos durante un largo tiempo es mas pequefia que una
anchura de subida de una tension de umbral de un TFT de accionamiento en un segundo pixel al que se aplica una
segunda tension de datos mas grande que la primera tension de datos durante un largo tiempo. En el presente caso,
la cantidad de corriente de accionamiento que fluye en un diodo organico emisor de luz que es generada por la
misma tension de datos en el primer pixel es mas que la del segundo pixel. Por lo tanto, la calidad de presentacion
se deteriora.

Un procedimiento en el que una subida en la tensiéon de umbral del TFT de accionamiento se suprime mediante la
aplicacion de un esfuerzo de polarizacion de puerta negativo al TFT de accionamiento fue propuesto recientemente
para evitar el deterioro de la calidad de presentacion. No obstante, es dificil compensar plenamente la diferencia
entre las corrientes de accionamiento de los pixeles mediante la sola aplicacion de una tension negativa como datos
de pixel para suprimir la subida en la tension de umbral del TFT de accionamiento. Tal como se indica en la
ecuacion 1 anterior, la corriente de accionamiento loled que fluye en el diodo organico emisor de luz se ve afectada
por un valor de potencial de una linea de suministro de Vss para suministrar la tensidon de accionamiento de
potencial bajo Vss y la movilidad del TFT de accionamiento DR que determina la constante 3 asi como la tension de
umbral del TFT de accionamiento DR. Cuando la corriente de accionamiento fluye en cada pixel de un panel de
presentacion de OLED, la tension de accionamiento de potencial bajo Vss cambia dependiendo de una ubicacion del
pixel debido a una resistencia de la linea de suministro de Vss. La movilidad del TFT de accionamiento DR también
se degrada dependiendo del tiempo de accionamiento. Por lo tanto, la diferencia entre las tensiones de umbral de
los TFT de accionamiento DR, la diferencia de potencial entre las lineas de suministro de Vss y la diferencia entre
las movilidades de los TFT de accionamiento DR han de ser compensadas de tal modo que la calidad de
presentacion se mejora mediante la reduccion de una desviacion de la corriente de accionamiento de cada pixel.

El documento WO 2006/053424 A1 describe una pantalla de dispositivo emisor de luz de matriz activa. Un pixel de
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la pantalla incluye un dispositivo emisor de luz y una pluralidad de transistores. Un condensador se usa para
almacenar una tension que se aplica a un transistor de accionamiento de tal modo que una corriente a través del
dispositivo emisor de luz se compensa para determinados desplazamientos del transistor y es independiente de las
caracteristicas del dispositivo emisor de luz. Un esquema de programacion incluye un primer y un segundo ciclos de
programacion y un ciclo de accionamiento. Durante el primer y el segundo ciclos, ambas lineas de seleccion se
encuentran a valor alto. Durante el primer ciclo, una corriente de polarizacion fluye a través de una linea de
polarizacién y una tensidon de polarizacién se aplica a una linea de sefial. En el segundo ciclo, un transistor de
conmutador se encuentra en estado de conduccion, la corriente de polarizacién que fluye a través de la linea de
polarizacién es nula, una tension de programacioén se aplica a la linea de sefal y la tension de puerta - fuente del
transistor de accionamiento se almacena en el condensador de almacenamiento. En el tercer ciclo de
funcionamiento, el transistor de accionamiento se pone en estado de conduccion y el OLED emite luz.

El documento WO 2005/015530 A1 divulga un dispositivo de presentacion electroluminiscente que comprende, en
cada pixel, un fotodetector que esta conectado con un condensador de almacenamiento de fotodetector para medir
la luminancia del OLED respectivo. Se acumula carga sobre el condensador de almacenamiento de fotodetector a lo
largo de tramas subsiguientes, el aumento de la cual es dependiente del brillo de pixel. Estos datos se proporcionan
a una unidad de funcién de compensacién que obtiene una tension de umbral corregida y datos de movilidad y que
corrige la tension de datos a proporcionar).

Sumario de la invencién

Por consiguiente, la presente invencién esta orientada a una pantalla de diodo organico emisor de luz (OLED) y un
procedimiento de accionamiento de la misma que obvia de forma sustancial uno o mas problemas debido a
limitaciones y desventajas de la técnica relacionada.

Un objeto de la presente invencién es la provision de una pantalla de diodo organico emisor de luz (OLED) y un
procedimiento de accionamiento de la misma que aumenta la calidad de presentacion al evitar el deterioro de una
corriente de accionamiento causado por el deterioro de un transistor de pelicula delgada (TFT) de accionamiento
dependiendo del tiempo de accionamiento.

Otro objeto de la presente invencion es la provisién de una pantalla de OLED y un procedimiento de accionamiento
de la misma que reduce al minimo el deterioro de una tensién de umbral de un TFT de accionamiento.

Aun ofro objeto de la presente invencion es la provision de una pantalla de OLED y un procedimiento de
accionamiento de la misma que aumenta la calidad de presentaciéon mediante la compensacion de la diferencia entre
las tensiones de umbral de los TFT de accionamiento de los pixeles, la diferencia entre las movilidades de los TFT
de accionamiento y la diferencia entre valores de potencial de suministro de Vss. Los objetos se solucionan
mediante las caracteristicas de las reivindicaciones independientes.

Ha de entenderse que tanto la descripcion general precedente como la siguiente descripcion detallada son a modo
de ejemplo y explicativas, y se tiene por objeto que proporcionen una explicacién adicional de la invencion tal como
se reivindica.

Breve descripcion de los dibujos

Los dibujos adjuntos, que se incluyen para proporcionar una comprension adicional de la invencién y se incorporan
en y constituyen una parte de la presente memoria descriptiva, ilustran realizaciones de la invencion y, junto con la
descripcion, sirven para explicar los principios de la invencion. En los dibujos:

la figura 1 es un diagrama que ilustra un principio de emision de luz de una pantalla de diodo organico emisor de
luz (OLED) general;

la figura 2 es un diagrama de circuitos equivalente que muestra un pixel en una pantalla de OLED de tipo de
matriz activa de la técnica relacionada;

la figura 3 es una grafica que muestra una subida en una tension de umbral de un transistor de pelicula delgada
de accionamiento causada por un esfuerzo de polarizacion de puerta positivo;

la figura 4 es un diagrama de bloques que muestra una pantalla de OLED de acuerdo con una realizacién a
modo de ejemplo de la invencion;

la figura 5 es un diagrama de circuitos de un circuito de accionamiento de datos a modo de ejemplo de la figura
4;

la figura 6 es un diagrama de circuitos equivalente de un pixel a modo de ejemplo en un cruce de las j-ésimas
lineas de puerta, de datos y de deteccion que se muestran en la figura 4;

la figura 7 es un diagrama de formas de onda de accionamiento a modo de ejemplo que ilustra un
funcionamiento de un pixel;

la figura 8A es un diagrama de circuitos equivalente de un pixel a modo de ejemplo durante un primer periodo;

la figura 8B es un diagrama de circuitos equivalente de un pixel a modo de ejemplo durante un segundo periodo;
la figura 8C es un diagrama de circuitos equivalente de un pixel a modo de ejemplo durante un tercer periodo;

la figura 9 es un diagrama que ilustra el calculo de una cantidad de desviacién de una movilidad de un transistor
de pelicula delgada de accionamiento dependiendo del tiempo de accionamiento.
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Descripcion detallada de las realizaciones

A continuacion se hara referencia en detalle a las realizaciones de la presente invencioén, ejemplos de las cuales se
ilustran en los dibujos adjuntos.

Realizacién a modo de ejemplo

Debido a que es dificil controlar los datos de corriente dependiendo de cada nivel de gris en una pantalla de diodo
organico emisor de luz (OLED), una corriente de accionamiento que fluye en realidad en un OLED es generada
mediante el establecimiento de una tension de compensacion usando una corriente de referencia relativamente alta
y la puesta a escala reducida de la tension establecida de acuerdo con una realizaciéon a modo de ejemplo de la
presente invencion. En la pantalla de OLED de acuerdo con la realizacién a modo de ejemplo de la invencion, un
potencial de un electrodo de fuente de un elemento de accionamiento se fija a la tension establecida, y una corriente
de accionamiento se pone a escala reducida mediante la reduccién de un potencial de un electrodo de puerta del
elemento de accionamiento a partir de una tension de referencia que ya se ha suministrado.

La figura 4 es un diagrama de bloques que muestra una pantalla de OLED de acuerdo con la realizaciéon a modo de
ejemplo de la invencién. La figura 5 es un diagrama de circuitos de un circuito de accionamiento de datos a modo de
ejemplo de la figura 4.

Tal como se muestra en las figuras 4 y 5, la pantalla de OLED de acuerdo con la realizacién a modo de ejemplo de
la invencion incluye un panel de presentacién 116, un circuito de accionamiento de puerta 118, un circuito de
accionamiento de datos 120 y un controlador de sincronismo 124. El panel de presentaciéon 116 incluye m x n
pixeles 122 en cada region de cruce de un par de m lineas de datos DL1 a DLm y m lineas de deteccion SL1 a SLm
que se encuentran en una correspondencia univoca entre si y n lineas de puerta GL1 a GLn. Las lineas de sefal “a@”
que suministran una tension de accionamiento de potencial alto Vdd a cada pixel 122 y las lineas de sefial “b” que
suministran una tension de accionamiento de potencial bajo Vss a cada pixel 122 se forman sobre el panel de
presentacion 116. Una fuente de tensién de accionamiento de potencial alto VDD y una fuente de tension de
accionamiento de potencial bajo VSS generan la tension de accionamiento de potencial alto Vdd y la tension de
accionamiento de potencial bajo Vss, respectivamente.

El circuito de accionamiento de puerta 118 genera unos pulsos de exploracion Sp (la figura 7) en respuesta a una
sefial de control de puerta GDC que es generada por el controlador de sincronismo 124 para suministrar de forma
secuencial los pulsos de exploracion Sp a las lineas de puerta GL1 a GLn. El circuito de accionamiento de datos 120
incluye una primera unidad de accionamiento de datos 120a que esta conectada con las lineas de datos DL1 a DLm
y una segunda unidad de accionamiento de datos 120b que esta conectada con las lineas de deteccion SL1 a SLm.
A pesar de que la figura 4 muestra la primera y la segunda unidades de accionamiento de datos 120a y 120b como
que son unas unidades de accionamiento de datos separadas que se forman sobre extremos opuestos del panel de
presentacion 116 por conveniencia de la explicacion, la primera y la segunda unidades de accionamiento de datos
120a y 120b se pueden integrar en una unidad de accionamiento de datos.

La primera unidad de accionamiento de datos 120a suministra una tensién de referencia Vref a las lineas de datos
DL1 a DLm durante un primer periodo T1, y a continuacion suministra una tension de datos Vdatos que esta
reducida con respecto a la tensién de referencia Vref en una cantidad de cambio de datos AVdatos a las lineas de
datos DL1 a DLm durante un segundo periodo T2, tal como se muestra en la figura 7. Tal como se muestra en la
figura 5, la primera unidad de accionamiento de datos 120a incluye una unidad de generacion de datos 1201 a que
genera la tension de referencia Vref y la tension de datos Vdatos, y un primer circuito separador 1202a que
estabiliza la tension de referencia Vref y la tensiéon de datos Vdatos que es generada por la unidad de generacion de
datos 1201a para emitir la tension de referencia Vref estabilizada y la tension de datos Vdatos estabilizada a la j-
ésima linea de datos DLj (1 <j<m). La unidad de generacion de datos 1201 a incluye una fuente de tension de
referencia VREF, un modulador de datos DM, y un multiplexor MUX. La fuente de tension de referencia VREF
genera la tension de referencia Vref que se determina como una tension entre la tensién de accionamiento de
potencial alto Vdd y la tensién de accionamiento de potencial bajo Vss. El modulador de datos DM extrae la cantidad
de cambio de datos AVdatos usando unos datos de video digital RGB que son suministrados por el controlador de
sincronismo 124 y una cantidad de desviacion de la movilidad MV de un transistor de pelicula delgada (TFT) de
accionamiento que se forma dentro del pixel 122 dependiendo del tiempo de accionamiento. La cantidad de cambio
de datos AVdatos se sustrae de la tensiéon de referencia Vref para generar la tension de datos Vdatos. La cantidad
de desviacion de la movilidad MV del TFT de accionamiento en cada pixel 122 dependiendo del tiempo de
accionamiento se almacena previamente en una memoria externa. El multiplexor MUX selecciona y emite la tension
de referencia Vref a partir de la fuente de tension de referencia VREF en respuesta a una sefial de control de
conmutador SC que es suministrada por el controlador de sincronismo 124 durante el primer periodo T1 y selecciona
y emite la tension de datos Vdatos a partir del modulador de datos DM durante el segundo periodo T2. En la
realizacion a modo de ejemplo, el primer periodo T1 esta definido por un primer semiperiodo del pulso de
exploracién Sp que se mantiene en un estado de tension logica alta, y el segundo periodo T2 esta definido por un
segundo semiperiodo del pulso de exploracion Sp que se mantiene en el estado de tension logica alta.

La segunda unidad de accionamiento de datos 120bk drena una corriente de referencia Iref a través de las lineas de
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deteccion SL1 a SLm para establecer una tension de fuente del TFT de accionamiento a una tension de deteccion
Vdet durante el primer periodo T1, y mantiene la tension de deteccion Vdet establecida constante durante el
segundo periodo T2. Tal como se muestra en la figura 5, la segunda unidad de accionamiento de datos 120b incluye
una fuente de corriente de referencia IREF para drenar la corriente de referencia Iref, un segundo circuito separador
1202b para mantener la tension de deteccion Vdet establecida constante, un primer conmutador S 1, y un segundo
conmutador S2. El primer conmutador S1 activa y desactiva una via de corriente entre la fuente de corriente de
referencia IREF y un terminal de entrada ENTRADA del segundo circuito separador 1202b en respuesta a la sefal
de control de conmutador SC que es suministrada por el controlador de sincronismo 124. El segundo conmutador S2
conmuta entre una via de corriente de la j-ésima linea de deteccion SLj (1 <j<m) a la fuente de corriente de
referencia IREF y una via de corriente de la linea de deteccidon SLj a un terminal de salida SALIDA del segundo
circuito separador 1202b en respuesta a la sefial de control de conmutador SC. Durante el primer periodo T 1, el
primer conmutador S1 forma una via de corriente entre la fuente de corriente de referencia IREF y el terminal de
entrada del segundo circuito separador 1202b, y el segundo conmutador S2 forma la via de corriente entre la j-ésima
linea de deteccion SLj y la fuente de corriente de referencia IREF. Por lo tanto, la tension de deteccion Vdet
establecida se aplica al terminal de entrada del segundo circuito separador 1202b. Durante el segundo periodo T2, el
primer conmutador S1 corta la via de corriente entre la fuente de corriente de referencia IREF y el terminal de
entrada ENTRADA del segundo circuito separador 1202b, y el segundo conmutador S2 forma la via de corriente
entre la j-ésima linea de deteccion SLj y el terminal de salida SALIDA del segundo circuito separador 1202b. Por lo
tanto, la tensién de deteccion Vdet se emite a través de la j-ésima linea de deteccidon SLj con un valor de tension
igual a un valor de tensién que se aplica al terminal de entrada ENTRADA del segundo circuito separador 1202b.

El controlador de sincronismo 124 suministra unos datos de video digital RGB que se reciben del exterior al circuito
de accionamiento de datos 120. El controlador de sincronismo 124 genera unas sefiales de control GDC y DDC para
controlar el sincronismo de funcionamiento del circuito de accionamiento de puerta 118 y el circuito de
accionamiento de datos 120, respectivamente, usando unas sefiales de sincronizacion vertical y horizontal Vsinc y
Hsinc y una sefial de reloj CLK. El controlador de sincronismo 124 genera la sefial de control de conmutador SC que
sincroniza los conmutadores durante el primer y el segundo periodos T1 y T2. El controlador de sincronismo 124
puede incluir una memoria para almacenar la cantidad de desviacién de la movilidad MV de los TFT de
accionamiento en cada pixel 122 dependiendo del tiempo de accionamiento dentro del controlador de sincronismo
124.

Tal como se muestra en la figura 6, cada pixel 122 incluye un diodo organico emisor de luz OLED, un TFT de
accionamiento DR, dos TFT de conmutador SW1 y SW2 y un condensador de almacenamiento Cst. La figura 6 es
un diagrama de circuitos equivalente de un pixel a modo de ejemplo 122 en un cruce de las j-ésimas lineas de
puerta, de datos y de deteccién GLj, DLj, y SLj que se muestran en la figura 4. La figura 7 es un diagrama de formas
de onda de accionamiento a modo de ejemplo para explicar un funcionamiento del pixel 122. En la figura 7, el primer
periodo T1 indica un periodo de direccion de la corriente de referencia Iref, el segundo periodo T2 indica un periodo
de direccion de la tension de datos Vdatos, y el tercer periodo T3 indica un periodo de emision.

Tal como se muestra en las figuras 6 y 7, el pixel 122 de acuerdo con la realizacion a modo de ejemplo de la
invencion incluye un diodo organico emisor de luz OLED en la region de cruce de las j-ésimas lineas de puerta, de
datos y de deteccion GLj, DLj, y SLj, un TFT de accionamiento DR y un circuito de accionamiento de célula 122a
para accionar el diodo organico emisor de luz OLED y el TFT de accionamiento DR. El TFT de accionamiento DR
incluye un electrodo de puerta G que esta conectado con el circuito de accionamiento de célula 122a a través de un
primer nodo n1, un electrodo de drenador D que esta conectado con la fuente de tensién de accionamiento de
potencial alto VDD y un electrodo de fuente S que esta conectado con el circuito de accionamiento de célula 122a a
través de un segundo nodo n2. El TFT de accionamiento DR controla una corriente que fluye en el diodo organico
emisor de luz OLED dependiendo de la diferencia de tensién entre una tensién de puerta que se aplica al electrodo
de puerta G y una tension de fuente que se aplica al electrodo de fuente S. EI TFT de accionamiento DR puede ser
un transistor de efecto de campo de metal - 6xido - semiconductor (MOSFET) de tipo N. Una capa semiconductora
del TFT de accionamiento DR puede incluir una capa de silicio amorfo.

El diodo organico emisor de luz OLED incluye un electrodo de anodo que esta conectado comunmente con el TFT
de accionamiento DR y el circuito de accionamiento de célula 122a a través del segundo nodo n2, y un electrodo de
catodo que esta conectado con la fuente de tensién de accionamiento de potencial bajo VSS. El diodo organico
emisor de luz OLED tiene la misma estructura que la estructura que se muestra en la figura 1 y representa una
escala de grises de la pantalla de OLED mediante la emisiéon de luz usando la corriente de accionamiento que es
controlada por el TFT de accionamiento DR.

El circuito de accionamiento de célula 122a incluye el primer TFT de conmutador SW1, el segundo TFT de
conmutador SW2 y el condensador de almacenamiento Cst. El circuito de accionamiento de célula 122a y el circuito
de accionamiento de datos 120 constituyen un circuito de estabilizacion de corriente de accionamiento que evita que
la corriente de accionamiento que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED dependiendo del tiempo de
accionamiento acabe por degradarse.

Durante el primer periodo T1, el circuito de estabilizacién de corriente de accionamiento que incluye el circuito de
accionamiento de célula 122a aplica la tension de referencia Vref al electrodo de puerta G del TFT de accionamiento
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DR para poner en estado de conduccion el TFT de accionamiento DR y drena la corriente de referencia Iref a través
del TFT de accionamiento DR para establecer la tensiéon de fuente del TFT de accionamiento DR a la tension de
deteccion Vdet. A continuacion, durante el segundo periodo T2, el circuito de estabilizacion de corriente de
accionamiento fija la tension de fuente del TFT de accionamiento DR a la tension de detecciéon Vdet establecida y
reduce un potencial del electrodo de puerta G del TFT de accionamiento DR a la tensién de datos Vdatos que se
obtiene mediante la sustraccién de la cantidad de cambio de datos AVdatos de la tensién de referencia Vref para
reducir una tension entre los electrodos de puerta y de fuente del TFT de accionamiento DR. A continuacion, durante
el tercer periodo T3, el circuito de estabilizacién de corriente de accionamiento pone a escala reducida la corriente
que va a aplicarse al diodo organico emisor de luz OLED.

En particular, el primer TFT de conmutador SW1 incluye un electrodo de puerta G que esta conectado con la j-ésima
linea de puerta GLj, un electrodo de drenador D que esta conectado con la primera unidad de accionamiento de
datos 120a a través de la j-ésima linea de datos DLj y un electrodo de fuente S que esta conectado con el primer
nodo n1. El primer TFT de conmutador SW1 activa y desactiva la via de corriente entre la j-ésima linea de datos DLj
y el primer nodo n1 en respuesta al pulso de exploraciéon Sp. Por lo tanto, el primer TFT de conmutador SW1
mantiene de manera uniforme el potencial del electrodo de puerta G del TFT de accionamiento DR a la tensién de
referencia Vref durante el primer periodo T1 y a continuacion reduce el potencial del electrodo de puerta G a la
tension de datos VVdatos durante el segundo periodo T2.

El segundo TFT de conmutador SW2 incluye un electrodo de puerta G que esta conectado con la j-ésima linea de
puerta GLj, un electrodo de drenador D que esta conectado con la segunda unidad de accionamiento de datos 120b
a través de la j-ésima linea de deteccién SLj, y un electrodo de fuente S que esta conectado con el segundo nodo
n2. El segundo TFT de conmutador SW2 activa y desactiva la via de corriente entre la j-ésima linea de deteccion SLj
y el segundo nodo n2 en respuesta al pulso de exploracion Sp. Por lo tanto, la corriente de referencia Iref se drena a
través del TFT de accionamiento DR y el segundo TFT de conmutador SW2 durante el primer periodo T1. Después
de que la tension de fuente del TFT de accionamiento DR se haya establecido a la tensién de deteccion Vdet por la
operacion de drenado de la corriente de referencia Iref, la tensién de fuente se mantiene a la tension de deteccion
Vdet durante el segundo periodo T2.

El condensador de almacenamiento Cst incluye un primer electrodo que esta conectado con el primer nodo n1y un
segundo electrodo que esta conectado con el segundo nodo n2. Durante el tercer periodo T3 durante el cual el diodo
organico emisor de luz OLED emite luz, el condensador de almacenamiento Cst mantiene constante la tension entre
el electrodo de puerta G y el electrodo de fuente S del TFT de accionamiento DR que se establece durante el primer
y el segundo periodos T1y T2.

Un funcionamiento detallado del pixel 122 se describira en lo sucesivo con referencia a las figuras 7 y 8A a 8C. Tal
como se muestra en las figuras 7 y 8A, el pulso de exploracién Sp es generado como una tension ldgica alta durante
el primer periodo T1. Por lo tanto, el primer y el segundo TFT de conmutador SW1 y SW2 se ponen en estado de
conduccion. La tension de referencia Vref se aplica al primer nodo n1 por el primer y el segundo TFT de conmutador
SW1 y SW2 puestos en estado de conduccion. Por lo tanto, el TFT de accionamiento DR se pone en estado de
conduccion. La corriente de referencia Iref se drena de la fuente de tensién de accionamiento de potencial alto VDD
al circuito de accionamiento de datos 120 por medio del TFT de accionamiento DR y el segundo nodo n2 por el TFT
de accionamiento DR puesto en estado de conduccién. La corriente de referencia Iref se expresa mediante la
siguiente ecuacion 2:

Iref =-E-(Vref - Vet - Vimt)'

En la ecuacion 2 anterior, (3 indica una constante que se determina por la movilidad y la capacidad parasita del TFT
de accionamiento DR, Vdet indica la tension de deteccion en el segundo nodo n2, y Vumb indica una tension de
umbral del TFT DR.

La tension de deteccion Vdet en el segundo nodo n2 es diferente en cada pixel 122 dependiendo de una desviacion
caracteristica del TFT DR y una ubicacion del pixel 122. Por ejemplo, la tension de deteccion Vdet en el primer pixel
es mas pequefia que la tensién de deteccion Vdet en el segundo pixel cuya tensién de umbral Vumb del TFT DR es
mas pequefia que la tension de umbral Vumb del TFT DR del primer pixel. Ademas, la tension de deteccion Vdet en
el primer pixel es mas pequefia que la tensiéon de deteccion Vdet en el segundo pixel cuya movilidad del TFT DR es
mas alta que la movilidad del TFT DR del primer pixel. Lo que es mas, la tensiéon de deteccién Vdet en el primer
pixel es mas pequeia que la tensién de deteccion Vdet en el segundo pixel cuyo potencial de la linea de suministro
de Vss es mas bajo que un potencial de la linea de suministro de Vss del primer pixel. Tal como se ha descrito en lo
que antecede, debido a que la tensién de deteccion Vdet tiene un valor diferente en cada pixel 122 dependiendo de
la desviacion caracteristica del TFT DR y la ubicacion del pixel 122 dentro del panel de presentacion 116, la
diferencia entre las tensiones de umbral de los TFT de accionamiento DR de los pixeles 122, |la diferencia entre las
movilidades de los TFT de accionamiento DR, y la diferencia de potencial entre las lineas de suministro de Vss se
puede compensar. Por consiguiente, la totalidad de los pixeles 122 se programan de tal modo que la misma
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corriente fluye en el diodo organico emisor de luz OLED en respuesta a la misma tension de datos.

Cuando la corriente de referencia Iref se drena durante el primer periodo T1, el diodo organico emisor de luz OLED
ha de ser puesto en estado de corte. Por lo tanto, un potencial de la fuente de tensién de accionamiento de potencial
bajo VSS se puede establecer para que sea mas grande que un valor de tensiéon que se obtiene mediante la
sustraccion de la tension de umbral Vumb del TFT DR y una tensiéon de umbral Voled del diodo organico emisor de
luz OLED de la tension de referencia Vref. El diodo organico emisor de luz OLED permanece en un estado de corte
durante el segundo periodo T2.

Tal como se muestra en las figuras 7 y 8B, el pulso de exploracién Sp permanece en un estado de tension légica
alta durante el segundo periodo T2 y, de este modo, el primer y el segundo TFT de conmutador SW1 y SW2
permanecen en un estado de conduccion. Mientras que el circuito de accionamiento de datos 120 mantiene de
manera uniforme el potencial del segundo nodo n2 a la tension de deteccién Vdet, el circuito de accionamiento de
datos 120 permite que el potencial del primer nodo n1 sea la tensién de datos Vdatos que se obtiene mediante la
sustraccion de la cantidad de cambio de datos AVdatos de la tension de referencia Vref. Dicho de otra forma, el
potencial del primer nodo n1 durante el segundo periodo T2 es mas bajo que el potencial del primer nodo n1 durante
el primer periodo T1. La razén por la cual la tension entre los electrodos de puerta y de fuente del TFT de
accionamiento DR se reduce mediante la bajada del potencial del primer nodo n1 durante el segundo periodo T2 es
cambiar la corriente que va a aplicarse al diodo organico emisor de luz OLED a partir de la corriente de referencia
Iref a un nivel de corriente de accionamiento que se corresponde con un nivel de gris real. El condensador de
almacenamiento Cst mantiene constante la tensién a escala reducida entre los electrodos de puerta y de fuente del
TFT de accionamiento DR, manteniendo de ese modo la corriente programada constante.

Tal como se muestra en las figuras 7 y 8C, el pulso de exploracién Sp se conmuta a un estado de tension l6gica baja
durante el tercer periodo T3. Por lo tanto, el primer y el segundo TFT de conmutador SW1 y SW2 se ponen en
estado de corte. A pesar de que el primer y el segundo TFT de conmutador SW1 y SW2 se ponen en estado de
corte, la corriente programada, en concreto, la corriente a escala reducida sigue fluyendo entre los electrodos de
puerta y de fuente del TFT de accionamiento DR. La corriente a escala reducida permite que el potencial en el
segundo nodo n2 que esta conectado con el electrodo de anodo del diodo organico emisor de luz OLED aumente
con respecto a la tensiéon de deteccion Vdet en una cantidad igual a o mas grande que la suma de la tension de
umbral Voled del diodo organico emisor de luz OLED Yy la tensién de accionamiento de potencial bajo Vss (es decir,
Vdet + Vss + Voled). Por lo tanto, el diodo organico emisor de luz OLED se pone en estado de conduccion. Cuando
el potencial del segundo nodo n2 sube, el potencial del primer nodo n1 también sube en la misma cantidad
(Vss + Voled) que una anchura de subida del potencial del segundo nodo n2 debido a un efecto de refuerzo del
condensador de almacenamiento Cst. Como resultado, la corriente que se programa durante el segundo periodo T2
se mantiene de forma continua durante el tercer periodo T3.

La corriente loled que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED durante el tercer periodo T3 se expresa
mediante la siguiente ecuacion 3:

loled = -g—(Vref- AVdatos - Voet - Vumb)2

La corriente loled que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED se expresa mediante la siguiente ecuacion 4
mediante la sustitucion de la ecuacion 2 en la ecuacion 3.

Vref - Voet - Vimb = %-Ireﬁ------(l)

Ioled = %( %Iref— AV datos )2 ----(2)

Tal como se indica en la ecuacioén 4(2) anterior, la corriente loled que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED
depende de la corriente de referencia Iref y la cantidad de cambio de datos AVdatos. Dicho de otra forma, la
corriente loled no se ve afectada por un cambio en la tensidon de umbral Vumb del TFT de accionamiento DR. No
obstante, debido a que la constante B que se determina por la movilidad del TFT de accionamiento DR permanece
en la ecuacion 4(2) anterior, la corriente loled que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED se ve afectada por
una desviacion de la movilidad entre los TFT de accionamiento DR de los pixeles. Para compensar la desviacion,
cuando la cantidad de cambio de datos AVdatos se extrae usando el circuito de accionamiento de datos, la cantidad
de desviacion de la movilidad MV del TFT de accionamiento DR dependiendo del tiempo de accionamiento ha de ser
tenida en cuenta. Dicho de otra forma, la constante B ha de ser eliminada de la cantidad de cambio de datos
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AVdatos.

Por consiguiente, la ecuacion 4(1) se puede abreviar y expresar como la siguiente ecuacion 5:

2
y = const. - —B-x, (y=Vdaet , x=\Iref)

Tal como se indica en la ecuacion 5 anterior, la cantidad de desviacion de la movilidad MV del TFT de accionamiento
DR dependiendo del tiempo de accionamiento da como resultado una pendiente de una férmula funcional. Por
consiguiente, tal como se muestra en la figura 9, si se seleccionan dos valores previamente determinados sobre un
eje X, los valores sobre el eje Y se pueden obtener a través de la ecuacion 5 anterior. Como resultado, se puede
calcular una pendiente descrita. Debido a que la pendiente calculada puede ser diferente para cada pixel, las
pendientes se almacenan en la memoria en forma de tabla de consulta, y la tabla de consulta de pendientes se usa
para extraer la cantidad de cambio de datos AVdatos usando el circuito de accionamiento de datos durante el
segundo periodo T2. La corriente loled que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED en la que la pendiente
esta incluida en la cantidad de cambio de datos AVdatos se expresa mediante la siguiente ecuacioén 6, en la que A
es una constante:

AV dafos’

Ioled = I 1-
ole ref ( 1

), (AVdafos' = —-—4;-'—~AV0’31‘08)
2
'B—Iref

Tal como se indica en la ecuacion 6 anterior, la corriente loled que fluye en el diodo organico emisor de luz OLED no
se ve afectada por la desviacion entre las movilidades de los TFT de accionamiento DR de los pixeles debido a que
la constante 3 se ha eliminado de la cantidad de cambio de datos AVdatos.

Tal como se ha descrito en lo que antecede, a pesar de que es dificil controlar los datos de corriente dependiendo
de cada nivel de gris en la pantalla de OLED, la corriente de accionamiento que fluye en realidad en el diodo
organico emisor de luz se puede ajustar mediante el establecimiento de una tension de compensacién usando una
corriente de referencia relativamente alta y la puesta a escala reducida de la tension establecida de acuerdo con la
realizacién a modo de ejemplo de la presente invencion.

Tal como se ha descrito en lo que antecede, la pantalla de OLED y el procedimiento de accionamiento de la misma
de acuerdo con la realizaciébn a modo de ejemplo de la presente invencién compensan la diferencia entre las
tensiones de umbral de los TFT de accionamiento, la diferencia entre las movilidades de los TFT de accionamiento y
la diferencia entre los potenciales de las lineas de suministro de Vss usando una técnica hibrida que mezcla técnicas
de accionamiento por corriente con una técnica de accionamiento por tension, evitando de ese modo la degradacion
de la corriente de accionamiento y mejorando en gran medida la calidad de presentacion.

Ademas, la pantalla de OLED y el procedimiento de accionamiento de la misma de acuerdo con las realizaciones a
modo de ejemplo de la presente invencion incluyen un elemento de accionamiento doble dentro de cada pixel que
se acciona de forma alterna usando dos sefales de exploracidon que se alternan en cada intervalo de tiempo
previamente determinado, reduciendo al minimo de ese modo la degradacién de la tensidon de umbral del elemento
de accionamiento.

A los expertos en la materia les resultara evidente que se pueden realizar diversas modificaciones y variaciones en
la pantalla de OLED de la presente invencion y en el procedimiento de accionamiento de la misma sin apartarse del
ambito de la invencién. Por lo tanto, se tiene por objeto que la presente invencién cubra las modificaciones y
variaciones de la presente invencion siempre que estas entren dentro del ambito de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Una pantalla de diodo organico emisor de luz, que comprende:

una linea de datos (DLj);

una linea de puerta (GLj) que cruza la linea de datos (DL}j) para recibir un pulso de exploracion;

una linea de deteccion (SLj) situada en paralelo con respecto a la linea de datos (DLj);

una fuente de tension de accionamiento de potencial alto adaptada para generar una tension de accionamiento
de potencial alto (VDD);

una fuente de tensién de accionamiento de potencial bajo adaptada para generar una tension de accionamiento
de potencial bajo (VSS);

un elemento emisor de luz (OLED) adaptado para emitir luz debido a una corriente que fluye entre la fuente de
tension de accionamiento de potencial alto y la fuente de tensién de accionamiento de potencial bajo;

un elemento de accionamiento (DR) conectado entre la fuente de tension de accionamiento de potencial alto y el
elemento emisor de luz (OLED) adaptado para controlar una corriente que fluye en el elemento emisor de luz
(OLED) dependiendo de una tensién entre un electrodo de puerta (G) y un electrodo de fuente (S) del elemento
de accionamiento (DR); y

un circuito de estabilizacion de corriente de accionamiento adaptado, en un primer periodo (T1), para aplicar una
primera tension (Vref) estabilizada al electrodo de puerta (G) del elemento de accionamiento (DR) para poner en
estado de conduccion el elemento de accionamiento (DR) y para drenar una corriente de referencia (Iref) a través
del elemento de accionamiento (DR) para establecer una tensién de fuente del elemento de accionamiento (DR)
a una tension de deteccion (Vdet) y, en un segundo periodo (T2) subsiguiente al primer periodo, para reducir la
tension entre los electrodos de puerta y de fuente (G, S) del elemento de accionamiento (DR) para poner a
escala una corriente a aplicar al elemento emisor de luz (OLED) a partir de la corriente de referencia (lIref) al
mantener el potencial del electrodo de fuente (S) del elemento de accionamiento (DR) fijado a la tension de
deteccion (Vdet) y reducir el potencial del electrodo de puerta (G) del elemento de accionamiento (DR) a partir de
la primera tension estabilizada,

en la que el circuito de estabilizacion de corriente de accionamiento incluye un circuito de accionamiento de
célula (122a) conectado con el elemento de accionamiento (DR) y el elemento emisor de luz (OLED) en un cruce
de la linea de datos (DLj), la linea de deteccion (SLj) y la linea de puerta (GLj), y un circuito de accionamiento de
datos (120) conectado con el circuito de accionamiento de célula (122a) a través de la linea de datos (DLj) y la
linea de deteccion (SLj),

en la que el circuito de accionamiento de datos (120) incluye una primera unidad de accionamiento de datos
(120a) adaptada para suministrar la primera tension estabilizada a la linea de datos (DLj) durante el primer
periodo (T1) y para suministrar una tension de datos (Vdatos) estabilizada que esta reducida con respecto a la
primera tension estabilizada en una cantidad de cambio de datos (AVdatos) a la linea de datos (DLj) durante el
segundo periodo (T2), y una segunda unidad de accionamiento de datos (120b) adaptada para drenar la
corriente de referencia (Iref) a través de la linea de deteccion (SLj) para establecer la tension de deteccion (Vdet)
durante el primer periodo (T1); caracterizada porque:

la segunda unidad de accionamiento de datos (120b) esta adaptada adicionalmente para mantener la tension de
deteccion (Vdet) establecida constante durante el segundo periodo (T2), y

la primera unidad de accionamiento de datos (120a) incluye una unidad de generacion de datos (1201a)
adaptada para generar de forma alterna una primera tensién y una tensiéon de datos (Vdatos) respectivamente en
el primer periodo (T1) y en el segundo periodo (T2) para extraer la cantidad de cambio de datos (AVdatos) que
estd almacenada en una memoria en base a una cantidad de desviacién de una movilidad del elemento de
accionamiento (DR) dependiendo del tiempo de accionamiento, y para sustraer la cantidad de cambio de datos
(AVdatos) de la primera tension para generar la tension de datos (Vdatos), y un primer circuito separador (1202a)
adaptado para estabilizar la primera tension y la tension de datos (Vdatos) que es generada por la unidad de
generacion de datos (1201a) para emitir la primera tension estabilizada en el primer periodo (T1) y la tensién de
datos (Vdatos) estabilizada en el segundo periodo (T2) a la linea de datos (DLj).

2. La pantalla de diodo organico emisor de luz de la reivindicacién 1, en la que la primera tensién es una tension de
referencia (Vref).

3. La pantalla de diodo organico emisor de luz de la reivindicaciéon 1, en la que el circuito de estabilizacion de
corriente de accionamiento esta adaptado para establecer la tension de fuente del elemento de accionamiento (DR)
a una tension de deteccion (Vdet) durante el primer periodo (T1) y para modificar posteriormente la tension entre los
electrodos de puerta y de fuente (G, S) del elemento de accionamiento (DR) durante el segundo periodo (T2), de tal
modo que el elemento emisor de luz (OLED) se pone en estado de corte durante el primer y el segundo periodos
(T1, T2) y se pone en estado de conduccion durante un tercer periodo (T3) a continuacion del segundo periodo (T2).

4. La pantalla de diodo organico emisor de luz de la reivindicacion 3, en la que el primer periodo (T1) es un primer
semiperiodo del pulso de exploracion que se mantiene en un estado de tension légica alta, el segundo periodo (T2)
es un segundo semiperiodo del pulso de exploracion que se mantiene en un estado de tension logica alta, y el tercer
periodo (T3) es un periodo durante el cual el pulso de exploracion se mantiene en un estado de tension logica baja.

5. La pantalla de diodo organico emisor de luz de la reivindicacion 1, en la que el circuito de accionamiento de célula
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(122a) incluye

un condensador de almacenamiento (Cst) que incluye un primer electrodo conectado con el electrodo de puerta (G)
del elemento de accionamiento (DR) a través de un primer nodo (n1) y un segundo electrodo conectado con el
electrodo de fuente (S) del elemento de accionamiento (DR) a través de un segundo nodo (n2),

un primer transistor de pelicula delgada (TFT) de conmutador (SW1) adaptado para activar y desactivar una via de
corriente entre la linea de datos (DLj) y el primer nodo (n1) en respuesta al pulso de exploracion, y

un segundo TFT de conmutador (SW2) adaptado para activar y desactivar una via de corriente entre la linea de
deteccion (SLj) y el segundo nodo (n2) en respuesta al pulso de exploracion.

6. La pantalla de diodo organico emisor de luz de la reivindicacion 1, en la que la segunda unidad de accionamiento
de datos (120b) incluye

una fuente de corriente de referencia (IREF) adaptada para drenar la corriente de referencia (Iref),

un segundo circuito separador (1202b) adaptado para mantener la tension de deteccion (Vdet) constante,

un primer conmutador (S1) adaptado para formar una via de corriente entre la fuente de corriente de referencia
(IREF) y un terminal de entrada (ENTRADA) del segundo circuito separador (1202b) durante el primer periodo (T1) y
para cortar la via de corriente entre la fuente de corriente de referencia (IREF) y el terminal de entrada (ENTRADA)
del segundo circuito separador (1202b) durante el segundo periodo (T2), y

un segundo conmutador (S2) adaptado para formar una via de corriente entre la linea de deteccion (SLj) y la fuente
de corriente de referencia (IREF) durante el primer periodo (T1) y para formar una via de corriente entre la linea de
deteccion (SLj) y un terminal de salida (SALIDA) del segundo circuito separador (1202b) durante el segundo periodo
(T2).

7. Un procedimiento de accionamiento de una pantalla de diodo organico emisor de luz de acuerdo con una de las
reivindicaciones precedentes, comprendiendo el procedimiento:

en el primer periodo (T1), aplicar la primera tension al electrodo de puerta (G) del elemento de accionamiento
(DR) para poner en estado de conduccion el elemento de accionamiento (DR) y

drenar la corriente de referencia (Iref) a través del elemento de accionamiento (DR) para establecer la tension de
fuente del elemento de accionamiento (DR) a la tension de deteccion (Vdet); y

en el segundo periodo (T2), modificar la tension entre los electrodos de puerta y de fuente (G, S) para poner a
escala la corriente que va a aplicarse al elemento emisor de luz (OLED) a partir de la corriente de referencia (Iref)
caracterizado porque:

mediante la segunda unidad de accionamiento de datos (120b), mantener la tensiéon de deteccion (Vdet)
establecida constante durante el segundo periodo (T2), v,

mediante la unidad de generacion de datos (1201 a), generar de forma alterna la primera tensién y la tension
de datos (Vdatos) respectivamente en el primer periodo (T1) y en el segundo periodo (T2), extraer la cantidad
de cambio de datos (AVdatos) que esta almacenada en la memoria en base a una cantidad de desviacion de
la movilidad del elemento de accionamiento (DR) dependiendo del tiempo de accionamiento, sustraer la
cantidad de cambio de datos (AVdatos) de la primera tension para generar la tensiéon de datos (Vdatos), vy,
mediante el primer circuito separador (1202a), estabilizar la primera tensién y la tension de datos para emitir
la primera tension estabilizada en el primer periodo (T1) y la tensién de datos (Vdatos) estabilizada en el
segundo periodo (T2) a la linea de datos (DL}).
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FIG. 1

(Técnica relacionada)
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FIG. 2

(Técnica relacionada)
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FIG. 3

(Técnica relacionada)
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FIG. 8B
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FIG. 9
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